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Effects of annealing on PbC12 films vacuum-evaporated onto 77K CsCl c巧Tstals
have been observed in situ by optical absorption measurementS'. The as-deposited 
films are in the amorphous state exhibiting the first absorption band around 4.3eV 
due to localized 6s→ 6p transitions within Pb2+ ions. On annealing the films at 
280K，出eycrysta11ize showing exciton peak around 4.6eV. Annealing at出e
temperature range 340-430K yields CsPbC13 crystallites characterized by the 3.0eV 
exciton. Further annea1ing at 500K results in the decomposition of the crystallites， 
with individual Pb2+ ions dispersed in the CsCl crystal matrix. Thus宇dispersedPb2+ 
ions have the same absorption bands as those of Pb2+ -doped CsCl crystals. The 
present experiments provide a new method for preparing heavily Pb2+ -doped CsCl 
crystals and also for in situ observation of solid state reaction. 
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の後、一般にアモルブアスにならないといわれる CsX(X=I， Br， CI)と、一般にアモルブアスになる















































































3.1 PbCh ICsCl : Pb2+ bulk-crystal 
図 2，3は、PbCh薄膜を 77Kで低温
蒸着した CsCl:Pb2+バルク結晶 (Pb2+
を 1/10∞o質量%含む] ( PbC12 
ICsCl : Pb2+ bulk-crystal)の吸収スペク
トルのアニール効果を測定した結果






に蒸着し、スペクトルのアニール効果(図 2)を測定した後、 PbCh/CsCl : Pb2+を真空中から取り出
し室内(約 300K)で 500時開放置後、空気中で 673Kで 15分間焼鈍し、その後室温の銅ブロック上で
quenchingを行った後、 2度目の測定(図 3)を行った。これらの測定は、それぞれのアニール温度
(Ta)で一定時間(Da)アニール後、冷却し又は温度を一定に保ち測定温度(Tm)で測定した。凶 2，3の一一
番下のスベクトルは比較のための CsCI: Pb2+バルク結晶(Pb2+を 1110000質量%含む)の吸収スベク
トルであり、 4目leY.4.3eY. 5.6eV付近に 3箇所のピークが存在し、 4.1eV，4.3eV付近の 2つのピーク
はAバンド、 5.6eV付近のピークはBバンドによる吸収と思われる。
図2では蒸着直後のスベクトルには主なピークが 2つ見られ、これらのピーク (Aバンド)につ
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ることが分る o また 500Kで 10分間ア
ニールした PbCb/CsCI : Pb2~ の吸収ス





































































着(CsCI/ PbClz I Csct bulk-crystal) (スベ
クトル E) しても吸収、反射スベクトル
に影響を及ぼしていないことが分る。図





















3.0 4.0~ ， ." 5.0 PhotoirEnergy( e V) 6.0 
Ta Tm Da 
1 300K 300K 120hour 
2 673K 77K lhour 
3 280K 280K lmin 
4 500K 500K lmin 
5 500K 500K 18hour 
6 500K 77K 18hour 











































3.0 4.0 5.0 6.0 
Photon EneぽrgyやV)
T8 I Tm 
77K"'250K I 77K"-'250K 











Ta Tm Da 
1 300K 300K 120hour I 
2 673K 77K lhour 
3 280K 280K lmin 
4 500K 500K lmin 
5 500K 500K 18hour 
6 500K 77K 18hour 
図8 低温蒸着 PbChI CsCl bulk-crystalにお 図9 低温蒸着 PbCbI CaCl bulk-crystalにお
ける反射スペクトルのアニール効果 Il ける反射スペクトルのアニール効果 皿
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